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角度分解光電子分光による BaIr2Ge7の電子状態観測 

Electronic structure of BaIr2Ge7 studied by angle-resolved photoemission spectroscopy 
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1   はじめに 

近年、ラットリングによる熱伝導度の低下や電子

-格子相互作用が注目を浴びている。ラットリング

が起きる物質として、β-パイロクロア酸化物やクラ

スレート化合物、スクッテルダイト化合物が報告さ

れている。これらの化合物は強い共有結合により形

成される籠状構造と、その中に弱く結合したゲスト

原子を内包するという共通点を持つ。籠状構造の形

成する平坦なポテンシャルによりゲスト原子は非調

和振動を行い、熱伝導度や電子-格子相互作用の異

常をもたらしている。本研究で扱う BaIr2Ge7はゲス

ト原子 Ba の内包された 2 種類の籠が積層された結

晶構造を有しており、T c = 2.5 K で超伝導を示す 1), 

2)。比熱測定では内包された Ba 原子による非調和振

動が観測されている 2)。一方、X 線構造解析による

と、他の籠状化合物に比べ、BaIr2Ge7のゲスト原子

の変位が小さいことが報告されている 1)。しかし、

BaIr2Ge7 に関する実験報告は少なく、ラットリング

による電子-格子相互作用の有無も明らかになって

いなかった。 

 

2   実験 

単結晶 BaIr2Ge7は Self-flux法および Arc-melting法

によって作製された 1)。ARPES測定は PF BL-28A の

SES2002を用いた。入射光のエネルギーは hν = 40 ~ 

120 eVであり、エネルギー分解能は 23 meV、測定

温度 T = 22.7 Kである。また、WIEN2Kを用いてバ

ンド構造を計算し実験との比較を行った。 

 

3   結果および考察 

図 1 に BaIr2Ge7の ARPES スペクトルの結果を示

す。ky-kz平面のフェルミ面マッピングでは、ブリル

アンゾーン中心付近のスペクトル強度が hν = 55 eV 

と hν = 88 eVで強められており、電子状態が三次元

的であることを示している[図 1(a)]。また、kx-ky平面

のフェルミ面マッピングでは Γ 点から伸びた強度分

布からフェルミ面が 2回対称であることが分かる[図

1(b)]。図 1(c)に hν = 55 eVでの Γ-Y方向の ARPESス

ペクトルとバンド計算結果との比較を示す。赤線は

スピン軌道相互作用(SOC)を考慮した計算結果であ

る。バンド計算結果は観測されたバンド分散とよく

一致している事から、BaIr2Ge7は Ir原子の強い SOC

を反映したバンド構造を有していることが分かった。 

 

 
 

図 1 : BaIr2Ge7の ARPESスペクトル。 

(a), (b)はそれぞれ ky-kz, kx-kyのフェルミ面マッピング 

(c)は Γ-Y方向におけるバンド分散および SOCを考慮

した計算結果(赤線) 
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